3. Speicher

Programmierung  fiir alle bipolaren

PROM AQ...A8
— Hersteller stellt alle Speicherzellen auf tAAs tAA-
»H {
— Ugc und Masse anschlieBen; Q
— Adresse des zu programmierenden Wortes
an AdreBanschliisse anl AdreB
schliisse auf festes Potential legen (!);
— Auswahl des Schaltkreises durch Nichtak- cs
tivieren (!) mit CS, H an CS1 oder CS2;
— Programmierimpuls (+21V) an den ent- tACS +
sprechenden Ausgang anlegen; die ande-
ren Ausginge offen lassen oder an H le- q
gen. Es darf nur ein Ausgang program-
miert werden. Bild 4
Zeitdiagramm
Tabelle 4 Daten zum Programmieren
Symbol Einheit min. emp- max.
Wert fohle- ~ Wert
ner Wert
AdreBeingidnge* Un v 2,4 5,0 5,0
Uy, v 0 0 0,4
Chip Select 2,4 5,0 5,0
Programmierimpuls- . Uop v 20 21 21
spannyng
Programmierimpuls- fpw ms 0,05 0,18 50
breite
Programmierimpuls- 7, us 0,5 1,0 3,0
anstiegszeit
Programmierimpuls- 1 4 8
anzahl
Betriebsspannung Uce v 4,75 5,0 5,25
Betriebstemperatur 9, 3G 25 85
Programmierimpuls- Top mA 100
strom
* A hlii dh d des P; i nicht b hal lassen.




